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Zusammenfassung vom 01.11.2011
typische Bandstruktur 
im Halbleiter am -Punkt

Valenzband: aufgespalten durch Spin-Bahn-W.W. in 
p3/2- (4-fach entartet) und p1/2-Band (2-fach entartet)
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Ge: in [111] Richtung (am L Punkt) 

Si: in [100]-Richtung (vor dem X-Punkt) 
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effekt. Masse von Si und Ge
an der Leitungsbandkante
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resonante Absorption bei Einstrahlung von 
Mikrowellen mit einer Frequenz entsprech-
end der Zyklotronresonanz Frequenz 
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end der Zyklotronresonanz-Frequenz c

Bestimmung der über ein Elektronen- oder 
Lochorbital gemittelten effektiven Masse
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Fermi-Dirac-Verteilung
(für E- >> kT)

Elektronen-Konzentration 
(im Leitungsband)
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Valenzbandenergie
(in der Nähe der Bandkante)
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 Ev = Valenzbandkante

mh* = effektive Masse des Lochs
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Energielückeunabhängig von µ
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intrinsische Ladungs-
trägerkonzentration 
ni und pi folgt aus der Ladungsneutralität ni(T) = pi(T)
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µ ist definiert über Ladungsneutralität 
bei jeder Temperatur: ni(T) = pi(T)
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µ liegt genau in der Mitte der Bandlücke!


